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Abstract (en)
ICs are mfrd. by (a) forming superimposed first, second and third masking layers, selectively etchable w.r.t. each other, on a semiconductor
substrate, (b) etching a set of openings in the first layer only (c) etching a first subset of openings within the set, through at least the second layer,
using the first layer as a mask, while protecting remaining openings, (d) forming first regions in the substrate through the first subset of openings, and
(e) similarly forming second and third regions using second and third subsets of openings. Regions are self-aligned and formed without undercutting,
allowing reduced size of devices and reduced distance between them.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum automatisch selbstausrichtenden Herstellen von Zonen in Halbleiterkörpern werden auf den Halbleiterkörper zunächst
drei unabhängig voneinander ätzbare Maskierungsschichten (12, 14, 16) aufgebracht. Mittels einer weiteren auf die oberste Maskierungsschicht
aufgebrachten Ätzmaske (19) wird ein Muster in die oberste Maskierungsschicht geätzt, das sämtliche in den Halbleiterkörper einzubringenden
Zonen hinsichtlich ihrer Ausdehnung und ihres gegenseitigen Abstandes definiert. Durch aufeinanderfolgendes selektives Abdecken des Musters
in der obersten Maskierungsschicht mittels einer groben Sperrmaske (28, 32, 34) und Ätzen zumindest der mittleren Maskierungsschicht im
Bereich der nicht abgedeckten Fenster der oberen Maskierungsschicht erhält man automatisch ausgerichtete Masken für in aufeinanderfolgenden
Prozessen herzustellende Zonen.
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